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Tranzyslory AF426, AF428, AF429

ranzystory AF426, 428 i 429 produkowane przez
Fabryke Poélprzewodnikéw TEWA sa tranzysto-
rami germanowymi, stopowo-dyfuzyjnymi, matej mo-
cy, wielkiej czestotliwoS$ci, typu p-n-p. Zastapily one

produkowane do tej

TG37-+40 oraz AF416--419.

pory popularne tranzystory

Tranzystory AF426 sg przeznaczone gléwnie do sto-
sowania w ukladzie wzmacniacza poSr.cz. w tranzy-
storowych odbiornikach AM/FM oraz w ukladzie
wzmacniacza w.cz. i mieszacza odbiornikéw tranzy-
storowych z zakresem fal diugich, $rednich i Kkrot-

kich.

Tablica 1

Parametry elektryczne tranzystoréw AF426, AF428, AF429 przy t, = 250C
Nazwa Warunki csnaczenie | 789" | AF426 AF428 _ AF429
parametru pomiaru nostkal min, ] sred. | max. | min, ’ $red. I max. | min. l §red. | max.
Prad zerowy . .
kolektor-baza ~Ueg = 6V =IcBo RA 1,5 8 1,5 8 1,5 8
| Napiecie przebicia '
kolektor-baza =Icgo = 50 pA —U/grjcBO 20 20 20
Napiecie przebicia
| kolektor-emiter —Icgs = 50 A ~UrBRicEs 20 20 20
| Napiecie przebicia
emiter-baza —Igpo = 50 RA -U/gr)gBo | V 1 1 1
| Czestotliwo$é gra- [ —Ic = 1 maA, .
niczna =Ucg 6 V, fr MHz 40 55 40 55 30 85
fp = 20 MHz
1 Wspétezynnik =g = 1 mA,
wzmocnienia ~Ucg = 6V,
pradowego fp = 1 KkHz hzle - 30 75 30 5 30 75
Wsp6lczynnik =Ic = 1 mA,
szumoéw =Ugg = 6V, F dB 3 3 3
Ry = 500" Q,
fp = 0,5 MHz
Przewodnos$é
| weisciowa 91e ms 0.5 1 1,5
Pojemnos$é ’
wejsciowa Ciie pF 75 100 175
Przewodnos$¢ gy &= v
| zwrotna _ICCL_ 1 GmA 912¢ us 0,2 0,2 0,5
Pojemnosé =
| zwrotna To 200 keHz Cize pF 18 2,4 2,4
Przewodnos¢é
przejsciowa [Ya1e] mA/V 37 32 28 32
| Przewodnosé
wyjsciowa 9520 us 1,6 - 3 5
| Pojemnosé
wyjsciowa Croe pF 4,5 8 10
Przewodnos$é
wejsciowa 9i1e ms 3 8
1 Pojemnosé § .
wejsciowa Cite pF 80 120,
Przewodno$é
zwrotna 912 s 30 100
Pojemnosé
zwrotna Cioe pF 1,8 2,4
Przewodnos$é =]
przej$ciowa _;JCCE= 1 rsn AV IYQIel mA/V | 30 34 25 30
Przewodnos§é .
wyjsciowa o i WA 929¢ s 75 200
Pojemnosé &
wyjsciowa 22e pF 5 9




Tranzystory AF428 s3 przeznaczone giéwnie do
stosowania w ukladzie wzmacniacza poér.cz. w od-

biornikach tranzystorowych AM oraz w ukladzie '

mieszacza odbiornikéw tranzystorowych z zakresem
fal .dlugich i $rednich. Selekcjonowane t{ranzystory

AF428 moga by¢ rowniez stosowane z dobrym wy-

nikiem do ukladu wzmacniacza poér.cz. w odbiorni-
kach popularnych FM.
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Rys. 1 Rozmiary tranzystoréw AF426, AFA28, AF429 oraz uklad wy-
' _ prowadzen elektrod
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Rys. 2. Zaleinosé k ,/ 1 piecia kolek od opor-

nosci miedzy bazq i emiterem

Tranzystory AF429 sg przeznaczone do innych za-
stosowan przy pracy malym sygnalem (np. lokalne
oscylatory w odbiornikach AM z zakresem fal krét-
kich, §rednich i dtugich).

Gléwne rozmiary tranzystorow AF426, 428 i 429
oraz uklad wyprowadzen elekirod sg podane ha ry-
sunku 1, a podstawowe parametry elektryczne —
zestawione w tablicy 1, przy czym dopuszczalne
warto$ci eksploatacyjne uwidoczniono w tablicy 2,
a takze na rysunkach 2 i 3.

Tablica 2

Dopuszczalne wartoSci eksploatacyjne dla tranzystoréw
AF426, 428 i 429

N a Ozna- -
A zm? ieo Wartosé Uwagi
parametru czenie nostka )
Maksymalne
napiecie ¢ Patrz
kolektor-emiter ‘UCEma % v rys. 2
Maksymalne
napiecie
kolektor-baza _UCBm - v 20
Maksymalne
napiecie
emiter-baza Yptisg| YV 1
Maksymalny prad ;
kolektora _ICma . mA 10
Maksymalna
temperatura
zlacza timaz °C 75
Dopuszczalna
temperatura
skladowania ty °C —55-++175
Maksymalna moc Patrz
strat Pmax mw 50 rys. 3
‘}pmax
mW
70 [
60— Pmax =f(ta) __|
AF426, AF 428, AF 429
50
X
40 AN
30 \ ﬂbsza/N\
\dapusz—
\czalny
20— \}\ \
10 ’_ﬂbszar \
zalecany %
[ tq_

25 35 45 55 65 75 85%

Rys. 3. Zaleinos¢é maksymalnej mocy strat od peratury

Najblizszym odpowiednikiem funkcjonalnych tran-
zystorow grupy AF426, 428 i 429 produkcji FP TEWA
jest tranzystor AF116 firmy SIEMENS.



